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프린팅 프로세스 이용하여 증착한 Zn(O,S) Active layer에서 S/O ratio 가 미치는영향 
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현재 용액공정을 통해 제조된 박막트랜지스터는 상당히 단순화되어야 되고 낮은 비용에 넓은 
면적을 증착할 수 있어야 하는데 다양한 용액공정 중에서 프린팅 프로세스는 박막트랜지스터

를 제조하는 대표적인 저비용 기술이다. 프린팅 프로세스를 이용하여 반도체층(Active layer) 

및 직접 채널영역 및 게이트, 소스&드레인의 접점을 형성함으로써 제조 공정을 단순화 할 수 
있다. 반도체층로 많이 쓰이고 있는 무기물 계열의 화합물 반도체는 미세가공이 용이하고 소

자 특성이 안정적이다. ZnO의 경우 넓은 밴드갭(3.4eV)으로 인해 투명한 특성을 지니며 낮은 

온도에서 성막하여도 높은 이동도를 얻을 수 있는 장점 때문에 최근 박막 트랜지스터로의 응
용에 큰 관심을 끌고 있다. 하지만 순수한 ZnO박막의 경우 대기 중에 장시간 노출되었을 때 

산소의 영향으로 Zn과 O의 정량비가 변하면서 전기적성질이 변하는 문제가 있다. 이러한 단

점을 보완하기위해 S를 첨가하여 S/O ratio을 높여 불순물을 도핑함으로써 전하 농도 및 전기 
전도도를 높여 줄 것이다. 본 연구에서는 박막 트랜지스터의 반도체층으로 사용되는 Zn(O,S)

을 저비용 용액공정 중 성장속도 및 온도조절을 통해 박막의 두께 제어 및 입자크기 조절에 용
의한 연속흐름반응기(CFR)방법으로 만들었고 프린팅 프로세스를 통해 박막트렌지스터의 반

도체층을 제조하는 실험을 수행하였다.


